
-~~f- '_-â 2" -ü -â ç ~--èâ~â--E-7~ _ 

I

X-  

//àen 1 f \tro de Investigacion Cientufica y de
Educaci·n Superior de Ensenada

CARACTERIZACION FOR XPS Y HRTEM DE
PELICULASf /ґPƴc-üB



TESIS DEFENDIDA POR
Manuel Garc²a M®ndez



CENTRO







DEDICATORIA

A mis padres: Lic. Manuel Garc²a Garc²a

Lic.





Quintana, Rafael Garc²a, Francisco Ramos, Alejandro



CONTENIDO



Contenido(continuaci·n) Ap®ndice









CARACTERIZACION POR XPS Y HRTEM DE PELĉCULAS DELGADAS
DE SILICIUROS DE Co-Ni
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eventos afectan las amplitudes y las fases de los haces difractados de electrones que

atraviesan la muestra y por consiguiente, el patr·n de difracci·n no representar²a
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RESULTADOS

En esta secci·n, se presentan los perfiles de profundidad XPS de las pel²culas de

siliciuros depositadas por ablaci·n l§ser y sometidas a tratamientos t®rmicos. Para los ҏ pTrofunros a
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De las im§genes, se hace evidente que las
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CoSi c¼bico, coexistiendo con las microestructuras de Ni2Si, NiSi y CoáSi. Al llegar a

5500ú, se empieza at formar CoSià. De esta manera, al final del tratamiento a 600ÁC durante

una horasetrendu CoSià y c¼bquuƞᴀήּזast Ɣe

NiS l ίas

Coáᵔ ᵔcro_orquutח

e tra









58

of thin films



59

Luth, H, 1995. ñSurfaces and Interfaces of Solid Materialsò. Springer Verlag. Tercera

edici·n, New York. 195 pp.

Maa, .l.S. y S.T. Hsu. 1996. ñReaction of amorphous silicon with cobalt and nickel silicides

before disilicide formation", Mat. Res, Symp. Proc. 402: 185-190



60

Ohwaki, T, K. Akihama, Y. Taga, N. Takayanagi





62

Zhu, D.1-1., Y,G. Chen y B.X. Liu. 1995. ñFormation of a CoSi1 layer by



63

AP£NDICE A

Gr§ficas dc



Intensdad(u.a.)

64

l³ min. Ná2p3/2

cozpa/z

CoLMM

N'LMM CIS ,' 01 S sap

. 3 min.

1200 1000 800 600 400 200 0 1200 1000 800 600 400 200 0

9 min.

. 1 . 1 . 1 _ 1 _ 1 . 1 . _ 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 .

30 min.

1200 1000 800 600 400 200 0 1200 1000 800 600 400 200 0

Energ²a de enlace (eV)

Figura 24. Espectros XPS, en modo normal, para distintos tiempos de erosi·nE

de w

de 0 migtposde en dedi



Intensidad(u.a.)

Nizps/z

ois

c1s S121'

- 0 min. ( 0 0 )r1 min.
min.021 ű2 0 ų1 0

eneų ų

i uų ( d₆
ӓ m







:to min. 5121*
s12s

. _ . _ . _ . _ . _ . _
1200 300 6 0 0 201000 0 40 o

Energ²aenlace (eV)Figura 26. (continuaci·n).







neiisiuauru_a.;
Ĥ

71

LCo2p3/2I] min.





Intensidad(u.a.)

lntýnsldacl(ua)

73

_ si co

_ 30min
- ?Ć)min

Intensidad(ua)

` Qmin

A 3min

_ Omin

.-



Intmsidzcl(u.a)



75

~ Si C0
- _ 30min

_ l8min

- 9 min

Intensidad(u.a) Intensidad(ua)

' 30min

- 18m³n

_ 9min _

_ 3min ` Smin
_ 0..1á-1
.i,..........;





Intensidad(u.



Intensidad(ua)

Intensidad(ua)

si C"





80

AP£NDICE C

Ajuste y (Iccunvoluci·n de curvas para los espectros XPS, alta resoluci·n, ále

las peliculas de SMT

Los espectros XPS para las ventanas de Si,
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pr·xima a la transici·n Si2p;/2 [Moulder, 1992], La proporci·n G-L para el ajuste de las
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